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Figure 8

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a substrate for the epitaxial growth of a gallium-based III-N alloy layer,
comprising the following successive steps: - providing a donor substrate (10) of single-crystal silicon carbide; - implanting ionic species
in the donor substrate (10) so as to form an embrittlement zone (12) defining a thin film (11) of single-crystal SiC to be transferred,
- bonding the donor substrate (10) onto a first receiving substrate (20) via a bonding layer (21); - detaching the donor substrate (10)
along the embrittlement zone (12) so as to transfer the thin film (11) of SiC onto the first receiving substrate (20); - epitaxially growing
a layer (30) of semi-insulating SiC having a thickness greater than 1 um on the thin film (11) of SiC; - bonding the layer (30) of
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semi-insulating SiC onto a second receiving substrate (40), said second receiving substrate (40) having a high electrical resistivity; -
removing at least a portion of the bonding layer (21) so as to detach the first receiving substrate (20); - removing the transferred thin
film (11) of single-crystal SiC, so as to expose the semi-insulating SiC layer (30).

(57) Abrégé : L'invention concermne un procédé de fabrication d'un substrat pour la croissance épitaxiale d'une couche d'alliage III-
N a base de gallium, comprenant les étapes successives suivantes ; - fourniture d'un substrat donneur (10) de carbure de silicium
monocristallin, - implantation d'espéces ioniques dans le substrat donneur (10) de sorte a former une zone de fragilisation (12) délimitant
une couche mince (11) de SiC monocristallin a transférer, - collage du substrat donneur (10) sur un premier substrat receveur (20)
par l'intermédiaire d'une couche de collage (21), - détachement du substrat donneur (10) le long de la zone de fragilisation (12) de
sorte a transférer la couche mince (11) de SiC sur le premier substrat receveur (20), - croissance €pitaxiale d'une couche (30) de SiC
semi-isolant présentant une épaisseur supérieure a 1 pm sur la couche mince (11) de SiC, - collage de la couche (30) de SiC semi-isolant
sur un second substrat receveur (40), ledit second substrat receveur (40) présentant une haute résistivité électrique, - retrait d'au moins
une partie de la couche de collage (21) de sorte a détacher le premier substrat receveur (20), - retrait de la couche mince (11) de SiC
monocristallin transférée, de sorte a exposer la couche (30) de SiC semi-isolant.



